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用于实现高温处理而没有腔室漂移的方法

(57)摘要

本公开内容的实现方式提供用于在处理腔

室中处理基板的方法。在一个实现方式中，所述

方法包括：(a)在第一腔室压力下使用第一高频

RF功率在第一基板上沉积介电层；(b)在第二腔

室压力下在所述第一基板之后的N个基板上顺序

地沉积介电层，其中N是5至10的整数，并且其中

沉积N个基板中的每个基板包括使用第二高频RF

功率，所述第二高频RF功率具有比所述第一高频

RF功率的功率密度低约0.21W/cm2至约0.35W/

cm2的功率密度；(c)在不存在基板的情况下执行

腔室清洁工艺；以及(d)重复(a)至(c)。
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1.一种用于在处理腔室中处理基板的方法，包括：

(a)在第一腔室压力下使用第一RF功率在所述处理腔室中在第一基板上沉积介电层；

(b)从所述处理腔室移除所述第一基板；

(c)在移除所述第一基板之后，在第二腔室压力下在所述第一基板之后的N个基板上顺

序地沉积介电层，其中N是5到10的整数，并且其中沉积N个基板中的每个基板包括使用第二

RF功率，所述第二RF功率具有比所述第一RF功率的功率密度低0.21W/cm2至0.35W/cm2的功

率密度；

(d)在不存在基板的情况下执行腔室清洁工艺；以及

(e)重复(a)至(d)。

2.如权利要求1所述的方法，其中所述第二腔室压力低于所述第一腔室压力。

3.如权利要求1所述的方法，其中所述腔室清洁工艺使用包括氟和/或氟自由基(F*)的

清洁气体。

4.如权利要求3所述的方法，进一步包括：

在(d)之后，在设置在所述处理腔室的处理区域中的腔室部件的表面之上沉积调配层，

其中所述调配层具有8000埃至20000埃的厚度。

5.如权利要求4所述的方法，其中所述调配层是二氧化硅或非晶硅。

6.如权利要求1所述的方法，其中在(a)和(c)期间将基板支撑件的温度维持在400℃至

650℃。

7.如权利要求1所述的方法，其中在(d)期间将所述处理腔室维持在400℃至550℃的温

度。

8.一种用于在处理腔室中处理基板的方法，包括：

(a)在第一腔室压力下使用第一RF功率在所述处理腔室中在第一基板上沉积介电层；

(b)在第二腔室压力下顺序地在所述第一基板之后的N个基板上沉积介电层，其中N是5

至10的整数，并且其中沉积N个基板中的每个基板包括使用第二RF功率，所述第二RF功率具

有比所述第一RF功率的功率密度低0.21W/cm2至0.35W/cm2的功率密度；

(c)在不存在基板的情况下执行腔室清洁工艺，其中所述腔室清洁工艺包括：第一清洁

阶段，所述第一清洁阶段以200密耳至800密耳的第一电极间距被执行；以及第二清洁阶段，

所述第二清洁阶段以900密尔至1200密耳的第二电极间距被执行；以及

(d)重复(a)至(c)。

9.一种用于在处理腔室中处理基板的方法，包括：

(a)使用第一高频RF功率和第一低频RF功率在所述处理腔室中在第一腔室压力下处理

第一基板以在所述第一基板上沉积介电层；

(b)从所述处理腔室移除所述第一基板；

(c)在移除所述第一基板之后，在第二腔室压力下顺序地处理在所述第一基板之后的N

个基板以在N个基板上沉积介电层，其中N是5至10的整数，并且其中处理N个基板中的每个

基板包括使用第二高频RF功率和第二低频RF功率，其中所述第二高频RF功率具有比用于在

紧接的前一个基板上沉积所述介电层的所述第一高频RF功率的功率密度低0.21W/cm2至

0.35W/cm2的功率密度；

(d)在不存在基板的情况下执行腔室清洁工艺；以及
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(e)重复(a)至(d)，直至来自一批的所有基板都被处理为止。

10.如权利要求9所述的方法，其中所述第二低频RF功率与所述第一低频RF功率相同。

11.如权利要求9所述的方法，其中所述第二腔室压力低于所述第一腔室压力。

12.如权利要求9所述的方法，其中所述介电层使用由硅、氧化硅、氮化硅或氮氧化硅前

驱物混合物形成的等离子体来沉积。

13.如权利要求9所述的方法，其中在(a)和(b)期间将基板支撑件的温度维持在400℃

至650℃。

14.如权利要求9所述的方法，其中在(c)期间将所述处理腔室维持在400℃至550℃的

温度。

15.一种用于在处理腔室中处理基板的方法，包括：

(a)使用第一高频RF功率和第一低频RF功率在所述处理腔室中在第一腔室压力下处理

第一基板以在所述第一基板上沉积介电层；

(b)在第二腔室压力下顺序地处理在所述第一基板之后的N个基板以在N个基板上沉积

介电层，其中N是5至10的整数，并且其中处理N个基板中的每个基板包括使用第二高频RF功

率和第二低频RF功率，其中所述第二高频RF功率具有比用于在紧接的前一个基板上沉积所

述介电层的所述第一高频RF功率的功率密度低0.21W/cm2至0.35W/cm2的功率密度；

(c)在不存在基板的情况下执行腔室清洁工艺，其中所述腔室清洁工艺包括：第一清洁

阶段，所述第一清洁阶段在约10秒的持续时间内并以200密耳至800密耳的第一电极间距被

执行；以及第二清洁阶段，所述第二清洁阶段在约20秒的持续时间内并以900密尔至1200密

耳的第二电极间距被执行；以及

(d)重复(a)至(c)，直至来自一批的所有基板都被处理为止。

16.如权利要求15所述的方法，进一步包括：

在所述腔室清洁工艺之后，在设置在所述处理腔室的处理区域中的腔室部件的表面之

上沉积调配层，其中所述调配层具有8000埃至20000埃的厚度。

17.如权利要求16所述的方法，其中所述调配层是二氧化硅或非晶硅。

18.一种用于在处理腔室中处理基板的方法，包括：

处理第N基板，其中N是大于1的整数，所述处理第N基板包括：

在第一腔室压力下使用第一高频RF功率和第一低频RF功率以在所述第N基板上沉积介

电层的第一部分；

在第二腔室压力下使用第二高频RF功率和第二低频RF功率以在所述第N基板上沉积所

述介电层的第二部分，其中所述第二高频RF功率具有比所述第一高频RF功率的功率密度低

0.21W/cm2至0.35W/cm2的功率密度，并且所述第二腔室压力低于所述第一腔室压力；以及

从所述处理腔室移除所述第N基板；

处理第(N+1)基板，包括：

在所述第二腔室压力下使用第二高频RF功率和第二低频RF功率在所述第(N+1)基板上

沉积介电层，其中所述第二高频RF功率具有比用于在所述第N基板上沉积所述介电层的所

述第一部分的所述第一高频RF功率的功率密度低0.21W/cm2至0.35W/cm2的功率密度；以及

从处理腔室中取出第(N+1)基板；以及

通过将所述处理腔室的温度维持在550℃的第一温度、然后在将清洁气体引入所述处
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理腔室中之前将所述处理腔室冷却60秒来执行腔室清洁工艺。

19.如权利要求18所述的方法，其中所述清洁气体包括氟和/或氟自由基(F*)。

20.如权利要求19所述的方法，进一步包括：

在执行所述腔室清洁工艺之后，在设置在所述处理腔室的处理区域中的腔室部件的表

面之上沉积调配层，其中所述调配层具有8000埃至20000埃的厚度。
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用于实现高温处理而没有腔室漂移的方法

技术领域

[0001] 本公开内容的实现方式整体涉及用于处理工艺腔室以改进沉积均匀性的改进的

方法。

背景技术

[0002] 半导体工业中的等离子体反应器通常由含铝材料制成。特别是在多晶硅、金属或

氧化物沉积腔室中，当使用诸如NF3或CF4之类的含氟气体作为化学物质时，可以在铝表面上

形成氟化铝层。已观察到，氟化铝的形成在高于480摄氏度具有显著蒸气压力并且在此温度

下开始升华。氟化铝然后被运输到腔室部件，诸如工艺腔室的面板。氟化铝在面板上冷凝并

形成层，所述层可能在腔室中的后续工艺期间剥落并且用颗粒污染基板表面。氟化铝难以

除去，并且在面板被污染之后，未有已知的方法来提供面板和/或真空腔室的原位清洁。因

此，在真空腔室内的沉积速率漂移并且腔室变得不稳定。

[0003] 因此，本领域中需要提供一种用于清洁工艺腔室的改进的方法，从而使得最小化

或避免沉积速率漂移和在处理期间氟化铝污染基板表面的可能性。

发明内容

[0004] 本公开内容的实现方式提供用于在工艺腔室中处理基板的方法。在一个实现方式

中，所述方法包括：(a)在第一腔室压力下使用第一高频RF功率在第一基板上沉积介电层；

(b)在第二腔室压力下在所述第一基板之后的N个基板上顺序地沉积介电层，其中N是5至10

的整数，并且其中沉积N个基板中的每个基板包括使用第二高频RF功率，所述第二高频RF功

率具有比所述第一高频RF功率的功率密度低约0.21W/cm2至约0.35W/cm2的功率密度；(c)在

不存在基板的情况下执行腔室清洁工艺；以及(d)重复(a)至(c)。

[0005] 在另一个实现方式中，所述方法包括：(a)使用第一高频RF功率和第一低频RF功率

在第一腔室压力下处理第一基板以在所述第一基板上沉积介电层；(b)在第二腔室压力下

顺序地处理在所述第一基板之后的N个基板以在所述N个基板上沉积介电层，其中N是5至10

的整数，并且其中处理N个基板中的每个基板包括使用第二高频RF功率和第二低频RF功率，

其中所述第二高频RF功率具有比用于在紧接的前一个(immediate  prior)基板上沉积所述

介电层的所述第一高频RF功率的功率密度低约0.21W/cm2至约0.35W/cm2的功率密度；(c)在

不存在基板的情况下执行腔室清洁工艺；以及(d)重复(a)至(c)。

[0006] 在又一个实现方式中，所述方法包括处理第N基板，其中N是大于1的整数，所述处

理第N基板包括：在第一腔室压力下使用第一高频RF功率和第一低频RF功率以在所述第N基

板上沉积介电层的第一部分；在第二腔室压力下使用第二高频RF功率和第二低频RF功率在

所述第N基板上沉积所述介电层的第二部分，其中所述第二高频RF功率具有比所述第一高

频RF功率的功率密度低约0.21W/cm2至约0.35W/cm2的功率密度，并且所述第二腔室压力低

于所述第一腔室压力；以及从所述处理腔室去除所述第N基板。在处理所述第N基板之后，处

理第(N+1)基板，包括：在所述第二腔室压力下使用所述第二高频RF功率和所述第二低频RF
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功率以在所述第(N+1)基板上沉积介电层，其中所述第二高频RF功率具有比用于在所述第N

基板上沉积所述介电层的所述第一部分的所述第一高频RF功率的功率密度低约0.21W/cm2

至约0.35W/cm2的功率密度；以及从所述处理腔室移除所述第(N+1)基板，通过将处理腔室

的温度维持在约550℃的第一温度下、然后在将清洁气体引入所述处理腔室中之前将所述

处理腔室冷却长达约60秒来执行腔室清洁工艺。

[0007] 附图简述

[0008] 可以参考附图中描绘的本公开内容的说明性实现方式来理解本公开内容的以上

简要地概述和以下更详细地描述的实现方式。然而，应当注意，附图仅示出了本公开内容的

典型实现方式，并且因此不应当被视为对本公开内容的范围的限制，因为本公开内容可以

允许其它等效实现方式。

[0009] 图1描绘了根据本公开内容的实现方式的用于在基板上沉积介电层的示例性方法

的流程图。

[0010] 为了便于理解，已经尽可能地使用相同的附图标记指定各图共有的相同元件。附

图未按比例绘制，并且为了清楚起见，可以将附图进行简化。可以设想，一个实现方式的要

素和/或特征可以有益地并入其它实现方式，而不进一步叙述。

具体实施方式

[0011] 图1描绘了根据本公开内容的实现方式的用于处理基板的方法100的流程图。方法

100在框102处通过在处理腔室中处理第一基板开始。处理腔室可以是使用热和/或等离子

体以增强工艺性能的任何合适的基板处理腔室，例如化学气相沉积(CVD)腔室或等离子体

增强化学气相沉积(PECVD)腔室。处理腔室可以是单个处理腔室或具有两个反应空间的双

腔室反应器，所述两个反应空间共用相同的空间或配备不同的气体入口和不同的RF系统。

在一个示例性实现方式中，处理腔室是双腔室反应器，其中每个RF供电的处理腔室至少具

有面板、基板支撑件和真空泵系统。面板是腔室盖的表面，其暴露于处理环境并面向基板支

撑件。可有益于本公开内容的实施方式的一个合适的工艺腔室是可从加利福尼亚州圣克拉

拉应用材料公司(Applied  Materials，Inc.，Santa  Clara.California)商购的

腔室。

[0012] 第一基板的处理一般包括以下过程中的一个或多个。首先，稳定处理腔室以建立

适于在基板上沉积介电层的工艺条件。稳定可以包括调整操作处理腔室以执行沉积所必需

的工艺参数。工艺参数可以包括但不限于设置工艺条件，诸如腔室压力、电极间距、面板温

度、基板支撑件温度等。例如，可以通过以下方式稳定处理腔室：泵吸处理腔室并将其维持

到预定压力，将面板与基板之间的电极间距调整到第一电极间距，并且将基板支撑件的温

度维持在约400℃至约650℃，例如约550℃。面板温度可以维持在约100℃至约300℃之间。

[0013] 然后，通过温度受控面板将前驱物气体混合物提供到处理腔室。气体混合物可以

是用于沉积硅(多晶硅或非晶硅)、氧化硅、氮化硅或氮氧化硅的任何合适的前驱物混合物。

如果需要，可以包括掺杂剂前驱物，诸如硼化合物、磷化合物和/或砷化合物。以下流率范围

适用于尺寸适于300mm基板的腔室。适当的缩放可以用于尺寸适于其它基板的腔室。可以以

约20mgm至约5000mgm之间的流率提供原硅酸四乙酯(TEOS)。可以以约1000sccm至约

20000sccm之间的流率提供氧前驱物，诸如N2O、O2、O3、H2O、CO或CO2。可以任选地以约20sccm
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至约2000sccm之间的流率提供硅前驱物(诸如硅烷)。可以以约200sccm至约50000sccm之间

的流率提供氮前驱物，诸如N2、N2O、NH3或H2N2，或其取代的变体，或前述氮物质的任何混合

物。可以包括碳前驱物(诸如烃，例如甲烷)以向此层添加碳。任选地，可以以约20sccm至约

3000sccm之间的流率提供掺杂剂前驱物，诸如三甲基硼烷(TMB)、乙硼烷(B2H6)、膦(PH3)、胂

(AsH3)和取代的膦和胂、或它们的混合物。这些前驱物可以由载气携带，或稀释在以约

500sccm至约30000sccm之间的速率流动的稀释气体(诸如氦、氩、氮或氢，或它们的任何混

合物)中。

[0014] 在介电层是二氧化硅的一个示例性实现方式中，前驱物气体混合物包括TEOS、N2O

和氩。在将前驱物气体供应到处理腔室中时，处理腔室维持在约5托与约10托之间的初始操

作压力下，例如约8托。面板与基板之间的电极间距建立在约200密耳与2000密耳之间。基板

支撑件的温度维持在约400℃至约650℃，例如约550℃。

[0015] 此后，在处理腔室中从前驱物气体混合物形成等离子体以执行沉积工艺。等离子

体可以通过电容或电感装置形成，并且可以通过将RF功率耦合到前驱物气体混合物中来激

励。RF功率可以是单频RF功率或具有高频分量和低频分量的双频RF功率。RF功率典型地以

约50W与约1500W之间的功率电平施加，这些功率可以都是高频RF功率(例如在约13.56MHz

的频率下)或可以是约13.56MHz的高频功率与约350kHz的低频功率的混合。在一个示例性

实现方式中，RF功率是以约130W至约200W的功率电平(例如，约170W)施加的高频功率和以

约80W至约120W(例如，约100W)的功率电平施加的低频功率的混合。处理腔室维持在约5托

与约10托之间的初始操作压力下，例如约8托。基板支撑件的温度维持在约400℃至约650

℃，例如约550℃。在一些情况下，条件可以持续预定时间(例如，约90秒至约125秒，例如110

秒)以沉积具有预定厚度(所述预定厚度为约1500埃至约10000埃，例如约2500埃至约5000

埃)的介电层的第一部分。虽然本文讨论的工艺参数是沉积介电层的第一部分，但是这些工

艺参数也可以用于沉积整个介电层。

[0016] 在已沉积介电层的第一部分之后，通过切换以使用第一RF补偿配方来继续沉积工

艺，所述第一RF补偿配方被配置为用于在第一基板上沉积介电层的第二部分。第一RF补偿

配方使用比初始操作压力要低的第一操作压力，以及在约180W至约220W(例如，约203W)的

功率电平下施加的频率为13.56MHz的高频RF功率与在约180W至约220W(例如，约200W)的功

率电平下施加的频率为300kHz的低频RF功率的混合。第一操作压力可以比初始操作压力低

至少约3托。在一种实现方式中，第一操作压力为约3托至约8托，例如约4.8托。基板支撑件

的温度维持在约400℃至约650℃，例如约550℃。前驱物气体混合物继续流动以维持处理腔

室中的等离子体。如果期望的话，可以以预定斜变速率引入前驱物气体混合物中的任何前

驱物，以平滑介电层的第一部分和第二部分的沉积之间的过渡。条件持续预定时间(例如，

约35秒至约90秒，例如60秒)，直到介电层的第二部分达到预定厚度(其为约1000埃至约

8000埃，例如约1200埃到约3000埃)。虽然本文讨论的第一RF补偿配方是沉积介电层的第二

部分，但是这些工艺参数也可以用于沉积整个介电层。

[0017] 在框104处，在介电层的第二部分已经沉积在第一基板上之后，可以通过关闭TEOS

原位执行任选的等离子体处理，同时继续使前驱物气体混合物(例如，N2O和氩)的其余部分

的流动和RF功率。在等离子体处理期间的高频RF功率可以被控制在约180W至约220W的功率

电平，例如约203W，并且低频RF功率可以被控制在约180W至约220W的功率电平，例如约
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200W。等离子体处理可以执行约5秒至约15秒，例如约10秒。

[0018] 在框106处，从处理腔室移除第一基板，并使用净化气体净化处理腔室。净化气体

可以包括例如氮、氩、N2O或适于净化的其它惰性气体，以及这些气体的组合。在净化期间的

工艺条件可以与前一步骤相同或类似，不同之处在于不使用RF功率(即，没有等离子体)。在

一个实施方式中，净化在约20托的腔室压力下执行。净化时间为约2秒至约200秒，例如约5

秒至约90秒。在一些情况下，净化在4.8托下执行约5秒。在一些情况下，净化是在节流阀在1

托下完全打开约20秒的情况下执行。在一些情况下，净化在3托下执行约45秒。在一些情况

下，净化在5托下执行约60秒或更长时间，例如约90秒。如果期望的话，可以在较高腔室压力

(例如，约10托至约30托)下执行净化，以帮助从工艺腔室的面板和其它腔室部件的暴露的

内表面去除氟化铝和其它不想要的残余物。在这种情况下，净化可在25托下执行约140秒。

[0019] 净化气体可以以较高流率流动，以防止氟化铝蒸发到达处理腔室的面板。例如，净

化气体可以以约4000sccm至约30000sccm的流率(诸如约8000sccm至约24000sccm，例如对

于300mm等离子体处理腔室而言约10000至约20000sccm)被引入等离子体处理腔室中。在

N2O和氩用于净化气体的一个示例中，N2O以第一体积流率流入处理腔室中，并且氩可以以第

二体积流率流入处理腔室中，其中第一体积流率与第二体积流率的比率可以在0.5∶1与约

1.2∶1之间，诸如约0.6∶1至约1∶1，例如约0.8∶1。

[0020] 此后，任何反应残余物和/或不想要的气体通过真空泵系统泵出处理腔室。

[0021] 在框108处，使用与上面的框102中描述的工艺相同的工艺顺序地处理在第一基板

之后的N个基板，不同之处在于使用第二RF补偿配方在N个基板中的每个后续基板上沉积介

电层。在一个实现方式中，N是范围在5和10之间的整数，诸如在6和8之间，例如7。在各种实

施方式中，第二RF补偿配方基本上类似于第一RF补偿配方，不同之处在于第二RF补偿配方

的高频RF功率具有比用于在紧接的前一个基板上沉积介电层的高频RF功率的功率密度低

约0.21W/cm2至约0.35W/cm2的功率密度。然而，第二RF补偿配方的第二低频RF功率可以与第

一RF补偿配方的第一低频RF功率相同或小于第一RF补偿配方的第一低频RF功率。

[0022] 例如，一旦从处理腔室移除第一基板，就在处理腔室中设置第二基板，以用于在其

上沉积介电层。对第二基板执行与上述的框102中所述的工艺相同的工艺，不同之处在于沉

积工艺使用第二RF补偿配方在第二基板上沉积介电层。在这种情况下，使用比第一RF补偿

配方的高频RF功率小约1.5W至约3W的高频RF功率来沉积介电层。

[0023] 在一个示例性实现方式中，用于在第二基板上沉积介电层的第二部分的高频RF功

率以约201.5W的功率电平施加。一旦第二基板完成沉积，从处理腔室移除第二基板，并且第

三基板，并在处理腔室中设置第三基板，以在其上沉积介电层。对第三基板执行与上述的框

102中所述的工艺相同的工艺，不同之处在于沉积工艺使用第二RF补偿配方在第三基板上

沉积介电层。在这种情况下，使用比用于第二基板的第二RF补偿配方的高频RF功率小约

1.5W至约3W的高频RF功率来沉积介电层。在一个示例性实现方式中，用于在第三基板上沉

积介电层的高频RF功率以约200.0W的功率电平施加。此第二RF补偿配方可以继续应用于一

批基板中的第四、第五、第六……基板，直到完全腔室清洁工艺(如下面将讨论)变得必要。

可以每5个基板至20个基板(例如约7个基板至约12个基板)执行完全腔室清洁工艺，这可以

取决于应用而变化。

[0024] 在框110处，一旦处理预定数量的基板，就执行完全腔室清洁工艺以去除留在腔室
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壁或腔室部件的表面上的任何不想要的(一种或多种)材料。预定数量可以在5与15之间，例

如7至10。或者，完全腔室清洁工艺可以以任何预定间隔执行，这取决于腔室条件和/或在处

理腔室中处理的基板的数量。可以在沉积工艺之前、期间和/或之后执行完全腔室清洁工

艺，并且在处理腔室中不存在基板的情况下进行。

[0025] 完全腔室清洁工艺可以包括原位干法清洁工艺或远程等离子体源清洁工艺。在原

位干法清洁工艺中，一种或多种气体在处理腔室内离解以形成一种或多种反应气体物质

(例如，氟离子、自由基等)。反应物质可以有效地清除处理腔室中存在的氟化铝残余物。在

远程等离子体源清洁中，如在此实现方式中所用，(一种或多种)清洁气体在单独腔室(例

如，RPS腔室)中离解以形成一种或多种活性物质，所述一种或多种活性物质然后向下游流

入处理腔室中以帮助腔室清洁。

[0026] 清洁气体包括氟(F2和/或F)和/或氟自由基(F*)。作为这些物质的源，清洁气体可

以包括全氟化氢或氢氟烃化合物，例如NF3、CF4、C2F6、CHF3、C3F8、C4F8、SF6，或它们的组合。任

选地，清洁气体可以进一步包括惰性气体(诸如氦或氩)以帮助引发等离子体。在使用NF3前

驱物气体的情况下，可以通过将NF3前驱物以约200sccm至约20000sccm之间的流率并在约1

托至约20托(例如，约4托至约10托)的腔室压力下引入处理腔室中来执行清洁工艺。施加到

RPS腔室以激活NF3前驱物气体的功率在约1000W和约10000W之间。电极间距保持在约200密

耳至约900密耳。在完全腔室清洁工艺期间，处理腔室的温度维持在400℃至约550℃，例如

约470℃至约520℃。清洁工艺的持续时间为约60秒至约240秒，例如90秒至约180秒。上述范

围适用于尺寸适于300mm基板的腔室。适当的缩放可用于尺寸适于其它基板的腔室。

[0027] 在一些实施方式中，完全腔室清洁工艺可以是两阶段式清洁。在这种情况下，将诸

如NF3前驱物之类的清洁气体和诸如氩之类的其它气体引入处理腔室中以进行第一次清

洁。可以使用上述参数执行第一次清洁，不同之处在于电极间距保持在约200密耳至约800

密耳的第一间距，例如约600密耳。在执行第二次清洁之前，可以执行第一次清洁约10秒。在

类似于第一次清洁的参数下，第二次清洁可以进行约20秒，不同之处在于电极间距保持在

大于第一间距的第二间距，例如约900密耳至约1200密耳。以更宽的电极间距执行的第二次

清洁可能是有益的，因为它减少了面板上的AlF积聚。然后，可在将清洁气体引入处理腔室

中之前执行使用氩(和任选的氮)的腔室净化约20秒。

[0028] 在一些实施方式中，完全腔室清洁工艺是冷却清洁，其方式为：通过将腔室温度维

持在约550℃，然后在将清洁气体引入处理腔室中以开始上述清洁之前将处理腔室冷却约

60秒。因此，在处理腔室冷却的同时，执行完全腔室清洁工艺。然后将处理腔室冷却到约520

℃或更低的温度，诸如约500℃或更低，例如约480℃。在完全腔室清洁工艺之后，腔室温度

开始再次升温到约550℃以准备后续的工艺。

[0029] 在净化之前执行腔室调配工艺(下面将更详细地讨论)的情况下，净化气体和/或

净化时间可以改变。例如，在腔室调配工艺之前的净化阶段期间使用的净化气体可以包括

氩和氮，并且在腔室调配工艺之后的净化阶段期间使用的净化气体可以仅包括氩。在这种

情况下，在腔室调配工艺之前的净化阶段期间的净化时间为约15秒至约30秒，例如约20秒，

而在腔室调配工艺之后的净化阶段期间的净化时间为约3秒至约10秒，例如约5秒。

[0030] 在框112处，通过将TEOS、氧和氦或氩引入处理腔室中来执行腔室调配工艺。由引

入的气体形成等离子体以在腔室部件的暴露的内表面(例如，面板和/或腔室壁)上形成氧
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化物(例如，二氧化硅)调配层。调配层用作覆盖层，其防止氟化铝升华并到达面板和/或其

它腔室部件(诸如，腔室壁)的暴露的内表面。预期的是，代替使用二氧化硅，也可以使用与

沉积残余物(例如氟)进行化学反应和/或通过CVD或PECVD沉积的任何前驱物气体。本文讨

论的完全腔室清洁工艺的任何实施方式可以根据需要重复多次，直到达到预定的腔室条件

为止。

[0031] 在一个实现方式中，通过将TEOS以800mgm至约2000mgm的速率(例如约1200mgm)引

入处理腔室中并将其与以约50sccm至约3600sccm引入的氦或氩载气结合，执行腔室调配工

艺。在一些情况下，使用硅烷代替TEOS。将氧(诸如N2O)以8000sccm至约20000sccm(例如，约

11000sccm)引入处理腔室中。通过施加具有在590W下施加的高频分量(13.56MHz)和在220W

下施加的低频分量(350KHz)的混合频率RF功率来形成等离子体。在腔室调配工艺期间处理

腔室的温度维持在400℃至约550℃，例如约470℃。面板温度维持在约100℃至约300℃之

间，例如200℃。腔室压力维持在约1托至约20托，例如约4.5托至约10托。腔室调配层具有的

厚度为约1500埃至约20000埃，诸如约2000埃至约15000埃，例如约10000埃，这取决于处理

的基板的数量。在腔室调配工艺之前处理7个基板的一些示例中，调配层可以具有约10000

埃的厚度。虽然讨论的是二氧化硅，但是可以设想，腔室调配层可以包括非晶硅层，所述非

晶硅层可以通过在处理腔室中使含氢气体与含硅气体反应来进行沉积。

[0032] 在完成框112之后，方法100可以进行到结束，或者可以重复框102至112中的任何

框，直到处理此批中的预定数量或所有基板。

[0033] 本公开内容的益处包括一种使用RF补偿以实现多个基板的一致的膜均匀性的改

进的清洁方法和沉积工艺。通过在一批基板上沉积介电层期间逐渐地降低高频RF功率，可

以最小化膜性质漂移和清洁频率。例如，可以避免在处理腔室中的膜性质漂移(由于因AlF

积聚造成的面板发射率变化)。消除气体、压力和RF功率的不受控制的斜变并消除向腔室切

换的不必要的转向可以改进工艺稳定性。可以在预定数量的基板完成沉积之前、期间和/或

之后执行改进的清洁工艺，以帮助从处理腔室的面板或其它腔室部件去除氟化铝和其它不

想要的残余物。因此，面板和/或腔室部件的寿命得以延长。

[0034] 尽管前述内容针对的是本公开内容的实现方式，但是在不脱离本公开内容的基本

范围的情况下，可以设想本公开内容的其它和进一步实现方式。
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